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産総研ナノプロセシング施設にある半導体ステッパを

用いて、感光性材料への微細パターニングを行い、良好

なパターン形成が可能か評価した。 

１．概要（Summary） 

 

【利用した主な装置】 
２．実験（Experimental） 

i 線露光装置 
 

【実験方法】 
まず感光性材料へ露光量とフォーカス位置を調べるた

めの条件出し露光を行い、その結果に基づいた条件で微

細パターニングを行った。その概要は以下の通りである。 
 

(1) 6 インチ Si ウェハに感光性材料をコートし、横方向に

露光量を振り、縦方向にフォーカスを振り、適正な条件を

出す作業を行った。 
 
(2) 8 インチ Si ウェハに感光性材料をコートし、縦方向に

露光量を振り、横方向にフォーカスを振り、適正な条件を

出す作業を行った。 
 
使用したマスクはL/Sパターンの入ったものを使用した。

露光量とフォーカス条件を変えながら露光したウェハは、

露光後にホットプレートで加熱処理を行った。 
ナノプロセシング施設で加熱処理まで行ったウェハを持

ち帰り、現像処理を行い条件出しの結果を SEM で確認

し、その条件出しの結果をもとにした露光条件を用いて微

細パターニングを行った。 
 

今回の実験に使用した感光性材料は、2/2 μm の

Line/Space を有する配線形成が可能であることがわかっ

た。この感光性材料を用いて形成した 2/2 μm の

Line/Space 部分の断面 SEM 写真を Fig. 1 に示す。 

３．結果と考察（Results and Discussion） 

残渣等は見られず、良好なパターンを形成できることがわ

かった。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fig.  1 Cross-sectional SEM image of 2/2μm 
line/space. 
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